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半导体

（上接第1版）截至2024年，我国对外直接投
资金额已连续13年位居全球第三，连续9年
全球份额超一成。

同时，值得注意的是，近年来，出海的中
资企业在产业结构上也不断调整。赛迪研
究院世界工业研究所（国际合作研究中心）
副所长侯雪向《中国电子报》记者表示，当
前，我国出海企业的行业分布正由传统低附
加值产业向新兴高端产业升级，资源和劳动
密集型产业出口份额下降，出海主力逐步拓
展至更多元、附加值更高的行业，由传统产
品输出向高端价值输出延伸。其中，在上市
企业中，信息技术和先进制造企业的海外布
局能力更强，两者占比超过50%。

然而，必须看到的是，当前，中资企业
出海仍然面临政策、法律、金融支持、供应
链与技术标准等多项门槛制约。在此背景
下，香港依托“一国两制”独特优势，超越传
统“超级联系人”定位，以“超级增值人”身
份为中资企业，尤其是新兴产业中资企业
出海提供全链条赋能，成为产业高端化出
海的核心枢纽。

一方面，香港是技术出海的“催化人”。
香港坐拥5所世界百强大学、22家国家重点
实验室，R&D（研究与试验发展）投入占
GDP比重增值1.5%，是厚植人工智能、生物
医药等领域的科技发展与成果转化的重要
土壤；同时，依托大湾区“一小时科研圈”，联
合深圳河套、广州南沙等基地，香港已形成
集成电路、生物医药等领域的跨境中试平
台，加速技术从实验室快速走入市场。另一
方面，香港是全球供应链的“开拓人”。依托
自由贸易港政策和全球枢纽网络优势，立足
于高度国际化的营商环境、完备的普通法体
系和全球领先的金融基础设施，为企业出海
提供广泛的供应链服务。

助力中资企业

香港跨境产业综合服务平台“大展身手”

面临中资企业在出海时遇到的种种痛
点难点，香港立足精准产业服务，实现企业
出海的全流程赋能。2025年4月，香港生产
力促进局联合粤港澳大湾区国家技术创新
中心、中关村京港澳青年创新创业中心及长
三角国家技术创新中心共同成立The Cra-
dle 出海服务中心，依托香港国际化平台优
势，为香港及内地科创企业提供国际技术标
准对接、产品本地化支援、知识产权管理及
海外法规咨询等一站式服务，构建“长三角
培育+香港服务+全球市场”的出海新模式；
2025年8月，跨境产业综合服务平台Syner-
gyX 在香港揭幕，以“科技×产业×资本×
空间”四位一体模式为核心，通过构建跨界
融合的生态体系，有效整合了各方资源，为
企业提供系统化解决方案；2025年10月，香
港特区政府成立内地企业出海专班，主动招
揽有意拓展海外业务的内地企业以香港为
平台出海。出海专班整合了香港的外地办
事处，包括投资推广署、香港贸易发展局及
香港驻内地的办事处，更有多个公营机构、
专业团体及商会作为伙伴，汇聚各方专业力
量，发挥更大的联乘效应。

记者了解到，实践证明，这类跨境产业综
合服务平台在中资企业出海进程中发挥了核
心作用。在此类平台赋能下，一批内地企业
已成功打开全球市场，形成各具特色的出海
路径，为行业提供了可复制的实践经验。

其中，北京他山科技有限公司（以下简称
“他山科技”）与The Cradle出海服务中心的
合作是中资高新技术产业在香港助力下成功

“增值”的典型案例。据了解，他山科技深耕
人工智能触觉感知领域，其中，自主研发的数
模混合AI触感专用芯片及触觉感知算法，成
功攻克了触觉多维感知信号同时解析了全球
技术难题，已在多个领域得到应用。他山科
技CEO马扬表示：“当前，缺少国际标准的产
品设计能力、适应国际场景的技术经验，以及
缺少技术产业化能力仍然是我们的核心痛
点。在与香港生产力促进局的共同努力下，
继落地香港后，他山科技已在卡塔尔成功落
地，拟在人形机器人、智慧汽车等领域继续拓
展。”记者了解到，当前，他山科技与香港生产
力促进局已展开多个关于具身智能方向的紧
密合作，未来还将有更多项目在香港落地。

微墨智能科技（南通）有限公司（以下简
称“微墨智能”）则依托香港跨境产业综合服
务平台，实现了市场对接与技术出海。在香
港生产力促进局的推动下，这家以工业级微
纳增材制造装备及材料的研发与产业化为主
营业务的企业成功与香港的精密制造企业实
现对接，并共同开发了基于量子点打印技术
的Micro LED柔性显示技术。微墨智能科技
（南通）有限公司总经理王勇对此表示：“我们
将与生产力局合作，进一步拓展企业产品在
香港市场的应用与合作，希望把香港作为公
司出海的第一站，为公司的下一步向中东、东
南亚等国际市场发展，奠定坚实基础。”

从“总部经济”到“出海平台”

解码香港三年战略布局

记者了解到，香港特区政府近年《施政
报告》已展现出一幅具清晰战略纵深的发展
蓝图。香港特区特首政策组组长黄元山博
士表示，2023年《施政报告》提出发展“总部

经济”，旨在吸引境内外企业在港设立全球
或区域总部，深度融入国家“国内国际双循
环”战略。2024 年《施政报告》进一步提出

“构建高增值供应链服务中心”，聚焦离岸贸
易、供应链管理、金融融资、知识产权等专业
服务，这一部署与国家“健全海外综合服务
体系，促进贸易投资一体化”的战略一脉相
承。2025年《施政报告》将“发挥出海平台作
用”独立成篇，宣布设立跨部门“出海专班”，
对接国家“引导产业链供应链合理有序跨境
布局”，旨在为企业提供精准多元方案，推动
内地企业通过香港实现“走出去”并“站稳阵
脚”，完成从价格竞争到价值竞争的跃升。

三年三步，香港的战略路径清晰可见：
从“集聚总部”到“强化枢纽”，再到“主动护
航”，政策设计环环相扣，不仅呼应国家宏观
战略，更凸显香港在新时代背景下，主动肩
负国家使命、服务开放大局的担当。

展望“十五五”

香港深度赋能中资企业出海

“十五五”时期是中国电子信息产业实
现全球化布局的关键阶段。《十五五规划建
议》指出，要扩大高水平对外开放，开创合作
共赢新局面；同时，优化区域经济布局，促进
区域协调发展。基于此，面向这一新的历史
阶段，行业专家表示，香港助力内地企业高
质量出海，要坚持“一国两制”构筑企业出海
制度根基，从“国家所需”的角度挖掘“自身
所长”融入国家发展大局。

《十五五规划建议》明确提出，扩大高水
平对外开放，开创合作共赢新局面。要稳步
扩大制度型开放，维护多边贸易体制，拓展
国际循环，以开放促改革促发展。这一战略

部署为香港深化“超级增值人”定位指明了
方向——香港立足“一国两制”独特优势，在
对接国际高标准经贸规则、推动贸易创新、
强化双向投资赋能、深化“一带一路”软联通
等方面精准发力，成为国家扩大对外开放的
核心枢纽与重要载体。面向这一领域，香港
具有国际化优势、RCEP（《区域全面经济伙
伴关系协定》）机遇及“一带一路”专业服务
优势，为中资企业出海注入战略动能。

同时，《十五五规划建议》还明确，要优
化区域经济布局，促进区域协调发展。增强
区域发展协调性，巩固提升京津冀、长三角、
粤港澳大湾区高质量发展动力源作用。记
者了解到，当前，立足自身区位与服务优势，
香港加快推进区域总部经济建设，已成为内
部企业辐射亚太市场的核心枢纽，目前已有
1200家内地企业在港设立区域总部；同时，
依托粤港澳大湾区的协同发展势能，香港与
前海、南沙等片区在跨境金融、政务服务等
领域的政策衔接不断深化，构建一体化营商
环境，让企业在港设立的区域总部能够实现
资源优化配置与协同发展。

面向“十五五”，赛迪研究院建议，在出
海起步铺垫阶段，香港可构建“出海信息库”
数字化平台，精准识别出海企业；对接全球
产业网络，促成精准商业匹配；整合线上线
下渠道，支持企业海外落地。而在融资方
面，香港应充分发挥国际金融中心的独特优
势，以拓宽融资渠道、强化风险防控、打通融
资壁垒、适配海外需求为核心抓手，构建全
方位的企业跨境融资支持体系。随着“十五
五”规划的深入推进，香港将持续深化“超级
增值人”价值，在全球开放格局中找准定位，
助力中资企业以更高水平出海，推动形成合
作共赢的对外开放新局面，为中国式现代化
贡献独特力量。

面向“十五五”，香港成中资企业出海“超级增值人”

宽禁带半导体

引领技术加速迭代

2025年全球功率半导体市场在新能源、
AI、高端制造等下游需求拉动下，实现稳步
增长。其中，以碳化硅和氮化镓为代表的宽
禁带半导体已逐渐成为关键增长极。

在碳化硅领域，车规级应用成为技术突
破的核心场景。2025年，国内碳化硅器件技
术呈现两大突破：一是高耐压芯片量产落地，
比亚迪半导体推出全球首款可批量装车的
1500V高耐压大功率碳化硅芯片，专为全域
千伏高压架构设计，搭配双面银烧结封装技
术，实现 5nH 低杂散电感与 200℃高温工作
能力，动态损耗较传统器件大幅降低，并配套
超级e平台实现量产，支撑“闪充5分钟，畅行
400公里”的快充体验，突破了高压电驱系统
的核心瓶颈。二是大尺寸晶圆产能释放，株
洲中车中低压功率器件产业化项目完成8英
寸碳化硅晶圆线通线，仅用11个月便完成从
施工到通线，重点突破精细光刻、沟槽刻蚀等
五大核心工艺，可满足第四代、第五代碳化硅
产品量产需求，同期其第四代沟槽栅碳化硅
MOSFET已完成定型，车规级碳化硅模块实
现小批量交付，大幅缓解国内高端碳化硅器
件供给缺口。

国外企业方面，英飞凌在 2025 财年年
报中披露，其 CoolSic 产品线全年营收达
15.3亿欧元，同比增长52%，占公司总营收
的12.7%。公司在马来西亚居林的12英寸碳
化硅晶圆厂于2025 年第二季度实现满产运
行，月产能达2万片，成为全球首个大规模
量产12英寸碳化硅晶圆的企业。这一里程
碑被 Yole 评价为“开启了碳化硅成本下降
的新拐点”。

意法半导体宣布，其位于意大利卡塔尼
亚的新型碳化硅外延生长设备投入运营，单
炉产能提升30%，良率提高至92%以上。该
公司2025 年前三季度财报显示，碳化硅相
关收入已达 14.8 亿美元，全年有望突破 20
亿美元。

氮化镓方面，尽管碳化硅主导车载高压
应用，但氮化镓在中低压高频场景中的优势
日益凸显。Yole的数据显示，2025年全球氮
化镓功率器件市场规模为6.1亿美元，同比增
长38%。其中，数据中心电源、工业电源和高
端消费电子是三大增长引擎。

氮化镓在技术方面主要聚焦大尺寸晶圆
量产与高集成化技术升级。英诺赛科在
2025 年完成 8 英寸氮化镓晶圆产线二期扩
建，月产能从1.3万片提升至2万片，成为全
球最大规模8英寸氮化镓量产基地之一，同

时推出第三代700V氮化镓器件，芯片面积
大幅缩减，并实现100V双向器件及合封氮
化镓IC量产，与意法半导体、联合汽车电子
达成深度合作，拓展新能源汽车车载电源场
景。此外，氮化镓在AI数据中心电源领域
的 应 用 快 速 突 破 ，Navitas 推 出 的 100V
GaN FET 产品线，采用先进的双面冷却封
装，专为54V输出级的同步整流FET或中间
总线转换器优化，其超高密度和热管理能力
可满足下一代AI计算平台的功率需求，推
动数据中心电源转换效率持续提升。

值得注意的是，2025年宽禁带半导体的
核心技术瓶颈已从材料与芯片制造转向封
装与可靠性。碳化硅器件工作温度可达
200℃，氮化镓功率密度更是超过 100W/
cm3，传统为硅基器件设计的TO-247封装
等形式，存在寄生电感大、散热效率低等问
题，无法发挥宽禁带器件的性能优势。为
此，无引线键合封装、双面冷却、嵌入式封装
等新型封装技术成为行业研发重点，银烧

结、铜柱凸点等先进封装材料与工艺，正在
从高端逻辑芯片领域向功率器件领域渗透，
推动宽禁带器件与系统需求的深度适配。

硅基功率器件

持续优化

尽管宽禁带半导体加速渗透，但硅基功
率器件凭借成熟的工艺、稳定的性能与成本
优势，在2025年仍占据市场主导地位，技术
发展聚焦“高效化、模块化、定制化”，与宽禁
带器件形成互补共生格局。

IGBT 作为硅基功率器件的核心品类，
技术升级聚焦模块化与车规级可靠性提
升。2025年，车规级IGBT模块向高电流、
低损耗方向迭代。同时，IGBT 与驱动电
路、保护电路的集成化趋势明显，智能功
率模块 （IPM） 在工业自动化、家电变频
等领域的渗透率持续提升，简化了下游客

户的系统设计流程。
MOSFET 器件则呈现“定制化、高端

化”发展趋势。尚鼎芯科技等专注于定制化
MOSFET 的企业，凭借柔性化设计能力绑
定多家行业头部客户，覆盖工业控制、消费
电子、新能源储能等细分领域，并成功赴港
IPO，募资用于研发中心建设及产能扩充，
重点突破车规级定制化器件技术，抢抓定制
化功率器件在细分市场的增长潜力空间。
此外，高压MOSFET技术持续突破，在光伏
逆变器、工业电源等领域的应用不断拓展，
与碳化硅器件形成差异化竞争。

硅基与宽禁带功率器件并非替代关系，
而是在不同应用场景形成互补。在中低压、
低成本需求场景，硅基器件仍将长期主导；
而在高压、高效、小型化需求突出的新能源
汽车、AI 数据中心、高端工业等领域，宽禁
带器件将逐步实现替代，两者协同推动功率
半导体行业的整体升级。IC Insights指出，
在未来五年内，IGBT 仍将承担全球约 55%

的电动乘用车主驱以外的电控任务，如
OBC、DC-DC转换器和热管理系统。

先进封装

成为性能提升关键

2025年，封装技术从行业“后端工序”跃
升为“性能决定因素”，无论是AI芯片的算力
提升，还是功率器件的能效优化，都高度依赖
封装技术的突破。更重要的是，AI芯片封装
与功率模块封装两条看似独立的技术路径，
因热管理、高密度集成等共同瓶颈，呈现出明
显的跨领域融合趋势。

在AI驱动下，高密度互连与极致信号完
整性成为封装技术的核心追求。台积电的
CoWoS封装作为高端AI芯片的核心支撑技
术，2025年年底月产能已达7.5万~8万片，行
业普遍预计2026年将向10万片以上水平迈
进。NVIDIA 的 Blackwell 架构 GPU 便采用
CoWoS-L 技术，连接两个高性能逻辑芯片
与 8 层 HBM3e，若没有封装能力的跃升，此
类高算力芯片就无法规模化生产。而这种高
密度封装技术的核心优势，正逐步被功率半
导体行业借鉴，用于解决多芯片集成后的互
连与散热问题。

功率模块领域的封装技术升级呈现“集
成化、系统化”趋势。传统功率模块多为单芯
片封装，而2025年行业已普遍向多芯片集成
演进，一个完整的电机驱动模块可能包含多
个碳化硅 MOSFET、驱动电路、保护电路、
电流传感器，甚至集成散热器，传统封装形式
已无法满足需求。为此，2.5D/3D封装、扇出
晶圆级封装、Chiplet异构集成等技术在功率
器件领域的应用加速，长电科技、通富微电和
华天科技等本土封测企业，正持续提升在
Chiplet、2.5D/3D集成等领域的能力，推动功
率模块从“器件集成”向“系统集成”转型。

热管理成为跨领域技术融合的核心纽
带。AI 加速器与电动车逆变器均面临功率
密度不断攀升带来的散热挑战，CoWoS封装
需要处理数百瓦的芯片功耗，碳化硅模块则
要应对持续的高温工作环境，两者都在推动
热界面材料、高效散热结构的技术创新。全
球数据中心用电量预计在本十年中期逼近
800 TWh，AI系统对电源级功率密度与热管
理的要求快速逼近材料与封装极限，这倒逼
功率器件封装与AI芯片封装在散热技术上
实现协同创新，石墨等高效热界面材料、系统
级冷却方案的应用范围持续扩大。

展望未来，随着新能源汽车高压平台普
及、AI数据中心规模扩张、可再生能源装机
量提升，功率半导体行业的技术迭代将持续
加速，先进封装、宽禁带集成、智能化等方向
将成为核心竞争领域，产业链整合与供应链
安全将成为企业发展的重要考量。

多重技术变革“点燃”功率半导体市场
本报记者 许子皓

近日，中国科学院院士郝跃、西安电子科技大学教授张进成团队首创“离子注入诱导成核”技术，基于该技术制备
的氮化镓微波功率器件，在X波段和Ka波段输出功率密度分别达42瓦/毫米和20瓦/毫米，将国际纪录提升30%~
40%，解决了宽禁带半导体的共性散热难题。

近几年，全球功率半导体市场展现出强劲增长动能。中商产业研究院发布的报告显示，全球功率半导体市场规
模从2020年的4115亿元增至2024年的5953亿元，年复合增长率达9.67%。2025年，全球功率半导体市场规模达
到6101亿元。随着本土化进程加速和技术升级，中国功率半导体市场规模突破1800亿元。


